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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Millimeterband-Halbleiterschaltkreis 

(g) Ein Halbleiterschalter besitzt eine Mehrzahl von parallel 
angeschlossenen FETs, welche jeweils Gateelektroden 
aufweisen, die mit ersten und zweiten Elektroden auf ei- 
nem Halbleitersubstrat verzahnt bzw. verschachtelt sind. 
Eine Elektrodenzusammenschaltung stellt in Langsrich- 
tung der ersten Elektroden eine Verbindung zu wechsel- 
seitig benachbarten ersten Elektroden in der Mehrzahl der 
FETs her. Eine weitere Elektrodenzusammenschaltung 
verbindet zweite Elektroden in der Mehrzahl der FETs in 
einer Richtung, welche die erste Elektrodenzusammen- 
schaltung schneidet. Eine Erdungsleitung stellt eine Ver- 
bindung von wenigstens zweien der Elektroden zur Mas- 
se an den aufcersten Positionen der zweiten Elektroden in 
der Mehrzahl der FETs her. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen im Mil- 
1 underhand verwendeten Halbleiterschaltkreis. 

Feldeffekttransistoren (FET's) werden typischerweise als 
Schaltelemente zum Umschalten zwischen Sende- und 
Empfangssignalen in einem Ubertragungs-, Ernpfangs- oder 
Sende moduL verwendet, welches in Mikrowellen- und Mil- 
umeterwellen-Ubertragungs- und Radarsystemen verwen- 
det wird. 

Fig. 17 A zeigt eine Vorderansicht eines FETs 600, wel- 
cher als einpoliger Umschalter (SPSX single-pole single- 
throw switch) in einem typischen Halbleiterschalter verwen- 
det wird, und Fig. 17B zeigt eine Querschnittsansicht ent- 
lang der Linie XVnB-XVnB' von Fig. 17 A. Eine Drainzu- 
sammenschaltung 601 und eine Drainelektrode 602 sind 
mittels einer leitenden Luftbrucke 617 miteinander verbun- 
den, wclchc die Sourccclcktrodc 605 und die Gatcclcktrodc 
612 uberbruckt. Die Drainelektrode 602 und eine Drainelek- 
trode 603 sind uber eine leitende Luftbrucke 618 miteinan- 
der verbunden, welche eine Sourceelektrode 606 und Gate- 
elektroden 613 und 614 uberbruckt. Die Drainelektrode 603 
und eine Drainzusammenschaltung 604 sind iiber eine lei- 
tende Luftbrucke 619 miteinander verbunden, welche eine 
Sourceelektrode 607 und Gateelektroden 615 uberbruckt. 
Die Sourceelektroden 605, 606 und 607 sind mit einem 
Kontaktloch 609 mittels einer im allgemeinen kammformi- 
gen Sourcezusammenschaltung 608 verbunden. Die Gate- 
elektroden 612, 613, 614 und 615 sind mit einer Gatestrom- 
zufuhrzusammenschaltung 616 zwischen den oben erwahn- 
ten Source- und Drainelektroden verzahnt bzw. verschach- 
telt. Die Drainzusammenschaltung 601 ist an eine Ubertra- 
gungsleitung 10 angeschlossen, welche ein Teil einer MMIC 
(Microwave and Mi Hi meter- wave Integrated Circuit) bildet. 
Ein Drainelektrodenpfad ist ahnlich an eine Ubertragungs- 
leitung 611 angeschlossen, welche eben falls ein anderes Teil 
der MMIC bildet. 

Fig. 18 zeigt eine aquivalente Schaltung des FET's 600. 
Induktivitaten 623 und 624, welche in vorderen bzw. hinte- 
ren Stufen des FETs 600 angeordnet sind, besitzen wie in 
Fig. 1 7 A dargestellt eine dem FET 600 eigene Indukti vitats- 
komponente L, und eine Induktivitiit 625 ist eine Induktivi- 
tatskomponente Ls des auf der linken Seite der Sourceelek- 
troden 605, 605 und 607 in Fig. 17A dargestellten Kontakt- 
lochs 609. 

Ein Umschalten wird durch Steuern der Spannung (wel- 
che hiemach als "Gatespannung Vg" bezeichnet wird) er- 
zielt, welche an die Gateelektroden angelegt wird, d. h. an 
die Gatestromzufuhrzusammenschaltung 616 des FETs 
600. Insbesondere ist der FET 600 eingeschaltet, wenn die 
Gatespannung Vg auf einen Pegel eingestellt ist, welcher 
niedriger oder gleich einem bestimmten Schwellenwert ist, 
so als wenn die Gatespannung Vg auf etwa 0 V eingestellt 
ist, urn dadurch die Ubertragungsleitung 610 an einen Er- 
dungsleiter 622 anzuschlieBen. Als Ergebnis gibt es keinen 
Signalfluss zu der Ubertragungsleitung 611. Wenn die Gate- 
spannung Vg den oben erwahnten Schwellenwert iiber- 
schreitet, ist der FET 600 ausgeschaltet, ist ein Signalfluss 
von der t Jbertragungsleitung 610 zu dem Erdungsleiter 622 
unterbrochen und es flieBen somit Signale von der Ubertra- 
gungsleitung 610 zu der Ubertragungsleitung 611. 

Fig. 19 zeigt eine aquivalente Schaltung des FETs 600 in 
dem Durchlasszustand, d. h. in dem Zustand EIN. Der Wi- 
derstand 626 ist ein Durchlasswiderstand Ro n , d. h. ein Wi- 
dcrstand Ko n im Zustand EIN. Die Impcdanz des FETs 
an dem Knoten B wird durch die folgende Gleichung ausge- 
driickt: 



Z on = R 0 „+j27Cf(2L + Ls). 

Aus dieser Gleichung ergibt sich, dass die Impedanz Zo n 
ansleigt, wenn die Frequenz f des Hochfrequenzsignalein- 

5 gangs ansleigt. Wenn die Impedanz Zon einen bestimmten 
hohen Pegel erreicht, ermoglicht es die Widerstandsteilung, 
dass ein Teil des Signals, welches von der Ubertragungslei- 
tung 610 zu dem Erdungsleiter 622 fliessen sollte, zu der 
Ubertragungsleitung 611 abgeleitet wird, und es verschlech- 

10 tert sich die Umschalten arakteristik, d. h. der Signalverlust 
steigt an und es verschlechtert sich die Isolierung. 

Fig. 20 zeigt eine aquivalente Schaltung des FETs 600 in 
dem Sperrzustand, d. h. in dem Zustand AUS. Die Kapazitat 
627 ist eine Sperrkapazitat C off . Die an dem Knoten B beob- 

15 achtete Impedanz Zo ff des FET's wird durch die folgende 
Gleichung ausgedruckt: 

Zoft = -j/27cfC off + j2nf(2L + Ls) = -j [l-47C 2 f 2 C oft /(2L + 
Ls)V(27ifC ofr ). 

20 

Aus dieser Gleichung ergibt sich, dass sich die Impedanz 
^ verringert, wenn sich die Frequenz f des Hochfrequenz- 
signals erhoht. Wenn die Impedanz Zoff einen bestimmten 
niedrigen Pegel erreicht, gestattet es die Widerstandsteilung, 

25 dass ein Teil des Signals, welches von der Ubertragungslei- 
tung 610 zu der Ubertragungsleitung 611 fliessen sollte, zu 
dem Erdungsleiter 622 abgeleitet wird, und es verschlech- 
tert sich wiederum die Umschaltcharakteristik, d. h. es er- 
hoht sich der Signalverlust und es verschlechtert sich die 

30 Isolierung. 

Fig. 21 zeigt ein Smithisches Leitungsdiagramm, welches 
die Impedanz Z^ und die Impedanz Zoff, welche durch die 
schwarzen Punkte in der Figur angezeigt sind, an dem Kno- 
ten B in den Fig. 19 und 20 darstellt, wenn ein Hochfre- 

35 quenzsignal der Frequenz f = 75 GHz hindurchtritt. Wie 
oben erwahnt sind die Impedanz Zo n im Durchlasszustand 
und die Impedanz Zoff im Sperrzustand proportional zu der 
Frequenz f des Hochfrequenzsignals. Um die Umschaltcha- 
rakteristik bei Hochfrequenzsignalen mit hoher Frequenz 

40 insbesondere im Millimeterwellenband zu verbessern, mus- 
sen die Induktivitaten 623, 624 und 625 oder insbesondere 
die Indukti i vitat L der FET-Konstruktion und die Induktivitiit 
Ls des Kontaktlochs auf tiefe Pegel unterdruckt werden. 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher einen 

45 Feldeffekttransistor vorzusehen, der eine hervorragende 
Umschaltcharakteristik sowie einen niedrigen Verlust und 
eine hohe Isolierung bezuglich einer hohen Frequenz, insbe- 
sondere eines Hochfrequenzsignals im Millimeterwellenbe- 
reich, durch Unterdrucken der Indukti vitatskomponente, die 

50 der Form des FETs eigen ist, auf einen niedrigen Pegel 
zeigt. 

Die Losung der Aufgabe erfolgt durch die Merkmale der 
unabhangigen nebengeordneten Anspruche. 

Dementsprechend enthalt ein MiUimeterband-Halbleiter- 

55 schaltkreis der vorliegenden Erfindung einen Feldeftekttran- 
sistor (FET) als Umschaltelement fiir die Millimeierband- 
Ubertragungsleitung, welcher zwischen der Millimeter- 
band- Ubertragungsleitung und Masse angeordnet ist. Dieser 
Halbleiterschaltkreis enthalt eine im allgemeinen kammfor- 

60 mige Gateelektrode, welche eine Mehrzahl von Gateelektro- 
denkontaktzungen aufweist und an einem Stromversor- 
gungspfad bzw. Stromzufuhrpfad angeschlossen ist; eine er- 
ste Elektrode und eine zweite Elektrode, welche in einer ab- 
wechselnden Folge mit der Mehrzahl der Gateelektroden- 

65 kontaktzungen mit einem bestimmten Intcrvall dazwischen 
verzahnt sind; eine erste Elektrodenzusammenschaltung, 
welche die Mehrzahl der erste Elektroden jeweils an einem 
langsseitigen Ende der ersten Elektroden zusammenschal- 
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tet; eine zweite Elektrodenzusammenschaltung zum Verbin- 
den benachbarter zweiter Elektroden mittels einer Luft- 
briicke; und eine Erdungsleitung zum Anschliessen der er- 
sten FJektrodenzusammenschalt.ung an Masse oder an zwei 
zweite Elektroden, die an beiden Enden in Anschlussrich- 
tung lokalisiert sind und mittels der zweiten Elektrodenzu- 
sammenschaltung angeschlossen sind. Eine Ubertragungs- 
leitung ist an die erste Elektrodenzusammenschaltung oder 
die zweiten Elektroden angeschlossen, welche an beiden 
Enden in Verbindungsrichtung lokalisiert sind und mittels 
der zweiten Elektrodenzusammenschaltung angeschlossen 
sind, welche nicht an die Erdungsleitung angeschlossen ist. 

Dementsprechend ist es moglich die Induktivitatskompo- 
nente zwischen einer Elektrode und der Erdungsschicht zu 
verringern, urn dadurch die Umschaltcharakteristik im Ver- 
gleich mit der Vorrichtung zu verbessern, bei welcher eine 
erste Elektrodenzusammenschaltung, die an beiden Enden 
einer ersten Elektrode angcordnct ist, oder cine von zwei 
zweiten Elektroden, die mittels einer zweiten Elektrodenzu- 
sammenschaltung verbunden und an beiden Enden in Ver- 
bindungsrichtung angeordnet sind, an eine Erdungsschicht 
eines Halbleitersubstrats angeschlossen ist. Daruber hinaus 
kann die Ubertragungsleitung in derselben Verdrahtungs- 
struktur angeschlossen werden, wodurch der Freiheitsgrad 
der Konslruktion erhoht wird, welche den Halbleiterschalt- 25 
kreis enthalt. 

Die ersten und zweiten Elektroden konnen die Drain- 
bzw. Sourceelektroden oder die Source- bzw. Drainelektro- 
den sein. 

Es wird festgestellt, dass die Erdungsleitung mittels eines 30 
Kontaktlochs, der ersten Elektrodenzusammenschaltung 
oder der zwei zweiten Elektroden, welche an beiden Enden 
in Verbindungsrichtung lokalisiert und durch eine zweite 
Elektrodenzusammenschaltung zusammengeschaltet sind, 
an Masse angeschlossen werden kann. Alternativ kann die 35 
Erdungsleitung die erste Elektrodenzusammenschaltung 
oder die zwei zweiten Elektroden, welche an beiden Enden 
in Verbindungsrichtung lokalisiert und durch eine zweite 
Elektrodenzusammenschaltung zusammengeschaltet sind, 
direkt an eine Erdungsplatte anschlieGen. 40 

Die erste Elektrodenzusammenschaltung und die zweite 
Elektrodenzusammenschaltung konnen des weiteren wech- 
selseitig mittels einer Resonanzschaltung mit einer be- 
stimmten Reaktanz angeschlossen werden. 

Ein weiterer Gesichtspunkt. der vorliegenden Erfindung 45 
bezieht sich auf einen Millimeterband-Halbleiterschaltkreis 
mit einem Feldeffekttransistor, welcher als Schaltelement 
zwischen Masse und einer Millimeterband-Ubertragungslei- 
tung angeordnet ist. Der Halbleiter-Schaltkreis enthalt eine 
im allgemeinen kammformige Gateelektrode, welche eine 50 
Mehrzahl von Gateelektrodenkontaktzungen besitzt, die an 
eine Stromversorgungsleitung bzw. Stromzufuhrleitung an- 
geschlossen sind; eine erste Elektrode und eine zweite Elek- 
trode, welche eine Mehrzahl von wechselseitig verzahnten 
Elektrodenkontaktzungen mit einer bestimmten Lucke zu 55 
jeder der in der Mehrzahl vorkommenden Gateelektroden- 
kontaktzungen besitzt; eine Erdungsleitung zum direkten 
AnschlieBen jeder der in der Mehrzahl vorkommenden er- 
sten Elektrodenkontaktzungen an Masse; und eine Elektro- 
denzusammenschaltung zum Zusammenschalten der Mehr- 60 
zahl von zweiten Elektroden und zum AnschlieBen an die 
Ubertragungsleitung an zwei gegenuberliegenden Punkten. 

Die Elektrodenzusammenschaltung ist des weiteren vor- 
zugsweise an jede zweite Elektrode in Langsrichtung davon 
angeschlossen und besitzt cincn Ubcrtragungslcitungsvcr- 65 
bindungsanschluss an beiden Seiten in Richtung der Breite 
der zweiten Elektroden. 

Wiederum kann alternativ die Elektrodenzusammen- 
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schaltung mit der Mehrzahl von zweiten Elektroden ver- 
zahnt sein und besitzt einen Ubertragungsleitungsverbin- 
dungsanschluss an beiden Seiten in der kurzen Richtung der 
zweiten Elektroden. 
5 Die vorliegende Erfindung wird in der nachfolgenden Be- 
schreibung unter Bezugnahme auf die Zeichnung erlautert. 

Fig, 1 A zeigt eine typische Draufsicht auf einen FET ei- 
ner ersten bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung; 

to Fig. IB zeigt eine Querschnittsansicht entlang Linie 1B- 
1B' von Fig. 1A; 

Fig. 2 zeigt eine aquivalente Schaltung des FETs von 
Fig. 1, wenn sich der FET in einem Durchlasszustand befin- 
det; 

15 Fig. 3 zeigt eine aquivalente Schaltung des FETs von 
Fig. 1 , wenn sich der FET in einem Sperrzustand befindet; 
Fig. 4 zeigt ein Smithisches Leitungsdiagramm; 
Fig. 5 zeigt cin schcmatischcs Diagramm einer fur den 
FET verwendeten Schaltung mit einem Eingang und drei 
20 Ausgangen; 

Fig. 6 zeigt eine typische Draufsicht auf den FET einer 
zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung; 

Fig. 7A zeigt eine typische Draufsicht auf den FET einer 
ersten alternativen Version der ersten bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 7B zeigt eine Querschnittsansicht entlang der Linie 
VnB-VnB' von Fig. 7A; 

Fig. 8 zeigt eine typische Draufsicht auf den FET einer 
zweiten alternativen Version der zweiten bevorzugten Aus- 
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 9 zeigt eine typische Draufsicht auf den FET einer 
dritten alternativen Version der zweiten bevorzugten Aus- 
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 10A zeigt eine typische Draufsicht auf den FET einer 
vierten alternativen Version der ersten bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 10B zeigt eine Querschnittsansicht entlang Linie 
XB-XB' von Fig. 10A; 

Fig. 11 zeigt eine typische Ansicht des FETs einer zwei- 
ten alternativen Version der zweiten bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 12 zeigt eine typische Ansicht des FETs einer dritten 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 13 zeigt eine aquivalente Schaltung des FET s von 
Fig. 12; 

Fig. 14 zeigt eine aquivalente Schaltung des FETs von 
Fig. 1, wenn sich der FET in dem Durchlasszustand befin- 
det; 

Fig. 15 zeigt eine aquivalente Schaltung des FETs von 
Fig. 1, wenn sich der FET in dem Sperrzustand befindet; 
Fig. 16 zeigt ein Smithisches Leitungsdiagramm; 
Fig. 17A zeigt eine typische Draufsicht auf den her- 
kommlichen FET; 

Fig. 17B zeigt eine Querschnittsansicht entlang Linie 
XVEB-XVUB' von Fig. 17A; 

Fig. 18 zeigt eine aquivalente Schaltung des FETs von 
Fig. 17; 

Fig. 19 zeigt eine aquivalente Schaltung des FETs von 
Fig. 17, wenn sich der FET in dem Durchlasszustand befin- 
det; 

Fig. 20 zeigt eine aquivalente Schaltung des FETs von 
Fig. 17, wenn sich der FET in dem Sperrzustand befindet; 
und 

Fig. 21 zeigt cin Smithisches Leitungsdiagramm. 
Die bevorzugten Ausfuhrungsformen der vorliegenden 
Erfindung werden unter Bezugnahme auf die zugehorigen 
Figuren beschrieben. 
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(1) Erste Ausfuhrungsform 

Ein FET 1 einer ersten bevorzugten Ausfuhrungsform der 
vorliegenden Erfindung entsprechend Fig. 1 arbeitet. als 
Halbleiterschalter eines einpoligen Ausschaltertyps (SPST, 
single-pole, single- throw). Aus Fig. 1 ergibt sich. dass die- 
ser FET eine im allgemeinen kammformige Gateelektrode, 
die eine Mehrzahl von Gateelektrodenkontaktzungen besitzt 
und an eine Stromversorgungszusammenschaltung ange- 
schlossen ist, und eine Sourceeiektrodenanordnung auf- 
weist, welche eine Mehrzahl von Sourceelektroden enthalt, 
die mittels jeweiliger Luftbriicken zusammengeschaltet 
sind. Von der Mehrzahl der Sourceelektroden sind zwei 
Elektroden, welche den Enden der Sourceelektrodenanord- 
nung gegenuberliegen, an wenigstens ein Kontaktloch ange- 
schlossen. 

Diese Konfigurauon erleichten ein Verkurzen des Ab- 
stands von jcdcr Sourccclcktrodc zu dcm Kontaktloch und 
kann dadurch die durch das Kontaktloch hinzugefiigte In- 
duktivitatskomponente verringern, wenn der FET ein- oder 
ausgeschaltet wird. Ein Erhohen der Impedanz Zon* wenn 
der FET eingeschaltet wird, und ein Verringern der Impe- 
danz Z Q ff, wenn der FET ausgeschaltet wird, konnen somit 
unterdriickt werden, und es kann somit die Schaltcharakteri- 
stik verbesserl werden. 

Fig. 1 A zeigt eine Draufsicht auf den FET 1, welcher auf 
einem (nicht dargestellten) Halbleitersubstrat mil einer Er- 
dungsschicht gebildet ist, und Fig. IB zeigt eine Quer- 
schnittsansicht durch Linie IB-IB' von Fig. 1A. Drainelek- 
trodenkontaktzungen 2 und 3 sind im wesentlichen parallel 
zu den kammformigen Gateelektrodenkontaktzungen 13, 
14, 15 und 16 angeordnet und mit Drainzusammenschaltun- 
gen 4 und 6 verbunden, welche an gegeniiberliegenden En- 
den der Drainkontaktzungen angeordnet sind. Die Gateelek- 
trodenkontaktzungen 13, 14, 15 und 16 sind an die Gate- 
stromversorgungszusammenschaltung 17 angeschlossen. Es 
wird festgestellt, dass die Drainzusammenschaltung 4 und 
die Gatestromversorgungszusammenschaltung 17 durch ei- 
nen Isolator an Punkten 20a und 20b isoliert sind, wo sie 
sich kreuzen. 

Wie in Fig. IB dargestellt sind die Sourceelektrode 8 und 
die Sourceelektrode 9 durch eine leitende Luftbriicke 11 
verbunden, welche die Gateelektrodenkontaktzungen 13 
und 14 und die Drainelektrodenkontaktzunge 2 iiberbruckt. 
Die Sourceelektrode 9 und die Sourceelektrode 10 sind 
durch eine leitende Luftbriicke 12 verbunden, welche die 
Gateelektrodenkontaktzungen 15 und 16 und die Drainelek- 
trodenkontaktzunge 3 iiberbruckt. Sourceelektroden 8 und 9 
sind jeweils an ein Kontaktloch 18 bzw. 19 angeschlossen, 
welche direkt mit einer Erdungsschicht eines (nicht darge- 
stellten) Halbleitersubstrats verbunden sind. 

Es wird festgestellt, dass die Anzahl von Kontaktlochem, 
an welche die Sourceelektroden 8 und 10 angeschlossen 
sind, wenigstens eins und vorzugsweise groBer als eins sein 
kann. 

Fig. 2 zeigt eine aquivalente Schaltung des oben beschrie- 
benen FETs 1, welcher als SPST-Schalter in einer MMIC- 
Anordnung verwendet wird, und es wird eine spezifische 
Gatespannung Vg angelegt. urn den FET 1 einzuschalten. 
Induktivitaten 21 und 22 von Fig. 2 sind die Induktivitats- 
komponente L des Entwurfs des FETs 1. Induktivitaten 23 
und 24 stellen jeweilige Induktivitatskomponenten Ls der 
Kontaktlocher 18 und 19 dar. Ein Widerstand 25 ist der 
Source-Drain- Widerstand Ro n in dem FET 1. Wenn der Wi- 
derstand Ron cinigc Q bctragt, kann die an dcm Knotcn a bc- 
obachtete Impedanz Z^ n des FETs 1 in etwa durch die fol- 
gende Gleichung (1) ausgedruckt werden: 



Zon = Ron+j27lf(2L' + LS sum ) (1) 

wobei die Induktivitatskomponente L' die Induktivitat ist, 
welche sich aus der Rekonstruktion des Schaltelements 1 er- 
5 gibt, und die Induktivitat Ls sura die Summe der Induktivi- 
tatskomponenten Ls der vorgesehenen zwei oder mchr Kon- 
taktlocher ist. 

In der in Fig. 2 dargestellten aquivaienten Schaltung ist 
die Anzahl der parallel angeschlossenen Induktivitatskom- 

10 ponenten Ls (Induktivitaten 23 und 24) proportional zu der 
Anzahl der an die Sourceelektrode angeschlossenen Kon- 
taktlocher. Wenn bei dieser beispielhaften Ausfuhrungsform 
die Induktivitatskomponente eines senkrecht zu der Ubertra- 
gungsleitung angeordneten Kontaktlochs an einer Seite Ls 0 

15 ist und die Anzahl von an die Sourceelektroden 8 und 10 an- 
geschlossenen Kontaktlocher an beiden Enden n betragt, 
kann insgesamt Ls sum der Induktivitat Ls von einem oder 
mchrcrcn Kontaktlochem, welche an beiden Scitcn senk- 
recht zu der Ubertragungsleitung angeschlossen sind, durch 

20 die folgende Gleichung (2) ausgedruckt werden: 

Lsq/2 > = Ls sura > LS/n (2). 

Aus der Gleichung (1) ergibt sich, dass die an dem Kno- 
25 ten a von Fig. 2 beobachtete Impedanz Zo n sich in Verbin- 
dung mit einem Ansteigen der Frequenz f des zugefuhrten 
Hochfrequenzsignals erhoht. Wenn die Impedanz an- 
steigt, wird der Teil des Hochfrequenzsignals, welches auf 
der Ubertragungsleitung 5 flieBt, abgeleitet und flieBt zu der 
30 Ubertragungsleitung 7 infolge einer Widerstandsteilung, ob- 
wohl die Gesamtheit des Hochfrequenzsignals zu den Er- 
dungsleitern 26 und 27 flieBen sollte. Daher kann die Ge- 
samtinduktivitat Ls sura der Kontakdocher auf weniger als 
die Halfte wie in der Gleichung (2) dargestellt als Ergebnis 
35 des AnschlieBens der Sourceelekuroden an jedem Ende eines 
oder mehrerer Kontaktlocher wie oben beschrieben redu- 
ziert werden. 

Es ist daher rnoglich ein Ansteigen der Impedanz in 
Verbindung mit einem Ansteigen der Frequenz des Hochfre- 

40 quenzsignals deutlich zu unterdrucken, wodurch die Schalt- 
charakteristik deutlich verbessert wird, insbesondere der Si- 
gnalverlust verringert und die Isolierung des FETs 1 erhoht 
wird, wenn der letztgenannte eingeschaltet wird. 

Fig. 3 zeigt eine aquivalente Schaltung des oben beschrie- 

45 benen FETs, welcher als SPST-Schalter in einer MMIC- An- 
ordnung verwendet wird, und es wird die der Gatestrornver- 
sorgungszusammenschaltung 17 zugefuhrte Spannung auf 
einen Pegel unterhalb der Drainstromabschnurspannung Vp 
des FETs 1 geschaltet, um den FET 1 auszuschalten. Die 

50 Kapazitat C Q ff stellt eine Source-Drain-Kapazitat in dem 
FET 1 dar. Die an dem Knoten a beobachtete Impedanz Zoff 
des FET's wird durch die folgende Gleichung (3) dargestellt. 

^ = -j/(27tf • C off ) + j27tf(2L + Ls^ = j { l^jPf 2 • C off (2L 

55 +Ls sura )}/(27lf -Coff) (3). 

Aus der Gleichung (3) ergibt sich, dass sich die an dem 
Knoten a von Fig. 3 beobachtete Impedanz Zoff in Verbin- 
dung mit einem Ansteigen der Frequenz f des zugefuhrten 

60 Hochfrequenzsignals verringert. Jedoch kann die Gesamtin- 
duktivitat Lssunj der Kontaktlocher auf weniger als die 
Halfte wie in der Gleichung (2) dargestellt als Ergebnis des 
Verbindens zweier oder mehrerer Kontaktlocher mit den 
Sourceelektroden wie oben beschrieben reduziert werden. 

65 Es ist daher rnoglich ein Ansteigen der Impedanz Zoff in 
Verbindung mit einem Ansteigen der Frequenz des Hochfre- 
quenzsignals deutlich zu unterdrucken, wodurch die Schalt- 
charakteristik deutlich verbessert wird, insbesondere der Si- 
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gnalverlust reduziert wird und die Isolierung des FETs 1 er- 
hoht wird, wenn der letztgenannte ausgeschaltet wird. 

Fig. 4 zeigt ein Smithisches Leitungsdiagramm, welches 
die Tmpedanz 7^ und die Tmpedanz 7^ darstellt, welche in 
der Figur durch schwarze Punkte angezeigt sind, von dem 
Knoten a in Fig. 2 und Fig. 3 aus betrachtet, wenn ein Hoch- 
frequenzsignal einer Frequenz f = 75 GHz hindurchtritt. Die 
Inipedanz Zo n ' und die Impedanz Z^' werden, wenn ledig- 
lich ein Kontaktloch wie ein Kontaktloch 18 vorhanden ist, 
welches lediglich mit einer der zwei Sourceelektroden wie 
einer Sourceelektrode 8 verbunden ist, durch die gestrichelte 
Linie in Fig. 4 angezeigt. Die Impedanz Zo„ und die Impe- 
danz Z 0 ff werden, wenn ein Kontaktloch 18 mit der Sourcee- 
lektroden 8 verbunden ist und ein anderes Kontaktloch 19 
mit der Sourceelektrode 10 wie bei dieser beispielhaften 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung verbunden 
ist, durch die durchgezogenen Linien in Fig. 4 angezeigt. 

Wic aus der Figur bcstatigt kann cin Anstcigcn der Impe- 
danz und ein Verringern der Impedanz Z^n; durch Anord- 
nen eines Kontaktlochs an jedem der Sourceelektroden an 
dem Ende effizient unterdruckt werden. 

Es wird festgestellt, dass die Kopplungskapazitat des 
Hochfrequenzsignals und das Kontaktloch syrnmetrisch ge- 
biidet sind und die Hochfrequenzcharakteristik dadurch sta- 
bilisiert werden kann, wenn Kontaktlocher 18 und 19 syrn- 
metrisch zueinander und senkrecht zu der Richtung ange- 
ordnet werden, in welcher das Hochfrequenzsignal sich 
durch die Ubertragungsleitung bewegt. 

Es wird weiter festgestellt, dass der FET 1 Ubertragungs- 
leitungen 5 und 7 besitzt, welche mit derselben Leitung mit 
zwei Kontaktlochern 18 und 19 verbunden sind, die syrnme- 
trisch zu der Ubertragungsleitung angeordnet sind, so dass 
die Kontaktlocher 18 und 19 die Ubertragungsleitung 
schneiden. Diese Konfiguration erleichtert den Entwurf des 
FETs als Halbleiterschalter. 

Die Verwendung des FET's 1, welcher wie oben beschrie- 
ben als 3-Wege-Schalter auf einem einzigen Halbleitersub- 
strat gebildet ist, wird unten erlautert. Wie oben beschrieben 
besitzt dieser FET 1 zwei verbundene tJbertragungsleitun- 
gen 5 und 7, die auf einer einzigen geraden Leitung gebildet 
sind. Es ist daher moglich eine Ubertragungsleitung in der 
Signaleingaberichtung anzuordnen und die anderen zwei 
Ubertragungsleitungen um 90° und 270° beziiglich der Si- 
gnaleingangsrichtung versetzt anzuordnen, wodurch ein 
gleicher Abstand von dem Signaleingangsanschluss zu je- 
dem Schalter sichergestellt wird. Dementsprechend ist es 
moglich einen 3-Wege-Schalter mit niedrigem und gleichem 
Verlust in jedem Schaltpfad zu bilden. 

Die in Fig. 1 dargestellten Kontaktlocher 18 und 19 des 
FETs 1 konnen in einem FET 1' wie in Fig. 6 dargestellt 
durch Erdungsplatten 150 und 151 ersetzt werden, die auf 
einer Oberflache des Substrats angeordnet sind. In dem Fall 
des FETs 1 von Fig. 6 ist die Erdungsplatte 150 mit der 
Sourceelektrode 8 verbunden, und es ist die Erdungsplatte 
151 mit der Sourceelektrode 10 verbunden. Die Impedanz 
Z on , wenn der FET 1' eingeschaltet ist, und die Impedanz 
Z 0 tt> wenn er ausgeschaltet ist, konnen wie in Oleic hungen 
(1) bis (3) dargestellt ausgedruckt werden und wurden oben 
unter Bezugnahme auf den FET 1 beschrieben. Eine weitere 
Beschreibung davon wird somit unten ausgelassen. 

(2) Erste alternative Version der ersten Ausfuhrungsform 

Fig. 7A zeigt eine typische Draufsicht auf einen FET 30 
cincr altcrnativcn Version des in Fig. 1 dargestellten FET's 1 
der vorliegenden Erfindung; und Fig. 7B zeigt eine Quer- 
schnittsansicht entlang Linie VKB-VIIB' von Fig. 7A. Der 
FET 30 unterscheidet sich von FET 1 dahingehend, dass ein 



Kontaktloch mit einer Drainelektrode in dem FET 30 ver- 
bunden ist, wohingegen die Kontaktlocher mil den Sourcee- 
lektroden in dem FET 1 wie oben beschrieben verbunden 
sind. 

5 In dem FET 30 sind wie in Fig. 7 dargestellt Ubertra- 
gungsleitungen 41 und 43 in einer einzigen geraden Leitung 
angeordnet, und zwei Kontaktlocher 34 und 36 schneiden 
die Ubertragungsleitungen 41 und 43, 

Die linken Enden der Drainelektrodenkontaktzungen 31 

10 und 32 sind wie in der Figur dargestellt durch eine Drainzu- 
sammenschaltung 33 mit dem Kontaktloch 34 verbunden. 
Die rechten Enden der Drainelektrodenkontaktzungen 31 
und 32 sind wie in der Figur zu sehen durch die Drainzusam- 
menschaltung 35 mit dem Kontaktloch 36 verbunden. Die 

15 Sourceelektrode 37 und die Sourceelektrode 38 sind durch 
eine leitende Luftbrucke 50 verbunden, welche Gateelektro- 
denkontaktzungen 44 und 45 und die Drainelektrodenkon- 
taktzungc 31 ubcrbruckt. Die Sourceelektrode 38 und die 
Sourceelektrode 39 sind durch eine leitende Luftbrucke 51 

20 verbunden, welche die Gateelektrodenkontaktzungen 46 
und 47 und die Drainelektrodenkontaktzunge 32 uberbriickt. 
Die Sourceelektroden 37 und 39 sind jeweils mit einer 
Drainzusammenschaltung 40 bzw. 42 verbunden. Generell 
sind kammformige Gateelektrodenkontaktzungen 44, 45, 46 

25 und 47 mit der Gatestromversorgungszusammenschaltung 
48 verbunden. Diese Gatestromversorgungszusammen- 
schaltung 48 ist von der Drainzusammenschaltung 33a und 
33b dort, wo sie sich an Uberschneidungen 49a und 49b 
kreuzen, durch eine dazwischen befindliche Isolierschicht 

30 isoliert. 

Die Impedanz Z on , wenn der FET 30 eingeschaltet ist, und 
die Impedanz Z^, wenn er ausgeschaltet ist, konnen wie in 
den Gleichungen (1) bis (3) dargestellt ausgedruckt werden 
und wurden unter Bezugnahme auf den FET 1 beschrieben. 
35 Es wird somit eine weitere Beschreibung davon unten aus- 
gelassen. 

Die Kontaktlocher 34 und 36 des in Fig. 7 dargestellten 
FET's 30 konnen in einem FET 30' wie in Fig. 8 dargestellt 
durch Erdungsplatten 160 und 161 ersetzt werden, welche 

40 auf einer Oberflache des Substrats angeordnet sind. In dem 
Fall des FET's 30' von Fig. 8 ist die Erdungsplatte 160 mit 
der Drainzusammenschaltung 33a, 33b verbunden, und es 
ist die Erdungsplatte 161 mit der Drainzusammenschaltung 
35a und 35b verbunden. Die Impedanz Zo n , wenn der FET 

45 30' eingeschaltet ist, und die Impedanz Zoff, wenn er ausge- 
schaltet ist, konnen wie in den Gleichungen (1) bis (3) dar- 
gestellt ausgedruckt werden und wurden oben unter Bezug- 
nahme auf den FET 1 beschrieben. Eine weitere Beschrei- 
bung davon wird somit unten ausgelassen. 

50 

(3) Zweite Ausfuhrungsform 

Ein FET 60 einer zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung ist dadurch charakterisiert, dass 

55 ein Kontaktloch zum direkten Erden einer Sourceelektrode 
bereitgestellt wird, welches fur jede Sourceelektrode vorge- 
sehen wird. Diese Konfiguration ermoglicht es die Indukti- 
vitat Ls jedes Kontaktlochs an der Einschalt- oder Aus- 
schaltimpedanz Zo n oder Z G ff weiter zu reduzieren. Als Er- 

60 gebnis kann die Schaltcharakteristik, d. h. ein niedriger Ver- 
lust und eine hohe Isolierung, weiter deutlich verbessert 
werden. 

Fig. 9 zeigt eine Draufsicht auf den FET 60 der zweiten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. Jede Sour- 
65 ccelcktrodc 65, 66 und 67 besitzt cin Kontaktloch 68, 69 
bzw. 70 zum Verbinden der zugeordneten Sourceelektroden 
direkt mit der Erdungsschicht eines (nicht dargestellten) 
Halbleitersubstrats. Das rechte Ende jeder Drainelektroden- 
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kontaktzunge 61 und 62 ist wie in der Figur dargestellt mil 
einer Drainzusammenschaltung 63 verbunden. Das linke 
Ende jeder Drainelektrodenkontaktzunge 61 und 62 ist wie 
aus der Figur ersichtlich mil einer Drainzusammenschaltung 
64 verbunden. Die zwischen den Sourceelektroden und 
Drainelektroden angeordneten Gateelektrodenkontaktzun- 
gen 71, 72, 73 und 74 sind rnit der Gatestromversorgungszu- 
sammenschaltung 75 verbunden. Die Gatestromversor- 
gungszusammenschaltung 75 ist von der Drainzusammen- 
schaltung 64 dort durch eine Isoherung isoliert, wo sie sich 
an Uberschneidungen kreuzen. 

Im Vergleich mit dem FET 1 der ersten Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung verkurzt dieser FET 60 der 
zweiten Ausfuhrungsform den Abstand zwischen einer 
Sourceelektrode und einem Kontaktloch und reduziert da- 
durch weiter die Gesarntinduktivitat Ls sum . 

(4) Erstc Variation der zweiten Ausfuhrungsform 

Fig. 10A zeigt eine Draufsicht auf eine erste Variation 80 
des FETs der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform der 
vorliegenden Erfindung, und Fig. 10B zeigt eine Quer- 
schnittsansicht entlang Linie XB-XB' von Fig. 10A. 

In diesem FET 80 besitzt jede Sourceelektrode 86, 87 und 
88 ein Kontaktloch 89, 90 und 91, welches mil einer Er- 
dungsschicht eines Halbleitersubstrats verbunden ist. Eine 
Drainzusammenschaltung 83 und eine Drainelektrodenkon- 
taktzunge 81 sind durch eine leitende Luftbrucke 97 verbun- 
den, welche die Sourceelektrode 86 und eine Gateelektro- 
denkontaktzunge 92 uberbruckt. Die Drainelektrodenkon- 
taktzunge 81 und die Drainelektrodenkontaktzunge 82 sind 
durch eine leitende Luftbrucke 98 verbunden, welche Gate- 
elektrodenkontaktzungen 93 und 94 und eine Sourceelek- 
trode uberbruckt. Die Drainelektrodenkontaktzunge 82 und 
die Drainelektrodenkontaktzunge 83 sind durch eine leiten- 
den Luftbrucke 99 verbunden, welche eine Gateelektroden- 
kontaktzunge 95 und eine Sourceelektrode 88 uberbruckt. 
Die ublicherweise kammformig ausgebildeten Gateelektro- 
denkontaktzungen 92, 93, 94 und 95 sind mit einer Gate- 
stromversorgungszusammenschaltung 96 verbunden. 

Die in dem FET 80 somit enthaltene Gatestromversor- 
gungszusammenschaltung 96 kreuzt nicht irgendeine 
Source- oder Drainelektrode, wodurch die Konfiguration 
des FETs weiter vereinfacht wird. 

Im Vergleich mit dem FET 1, dem FET 1', dem FET 30 
und dem FET 30' verkurzt der FET 80 dieser Ausfuhrungs- 
form der vorliegenden Erfindung verkurzt den Abstand von 
der Sourceelektrode zum Kontaktloch und kann dadurch die 
Gesamtinduktivitat Ls sum weiter reduzieren. D. h. der FET 
80 dieser beispielhaften Ausfuhrungsform reduziert weiter 
die Impedanz Zo D , welche von der Drainzusammenschal- 
tung 83 aus beobachtet wird, ebenso wie die Impedanz im 
Ausschaltzustand Zo ff erhoht wird. Die Schaltcharakteristik 
kann somit weiter verbessert werden. 

(5) Zweite Variation der zweiten Ausfuhrungsform 

Fig. 11 zeigt eine Draufsicht auf den FET 100 einer zwei- 
ten Variation der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform der 
vorliegenden Erfindung. Bei dem FET 100 besitzen die 
Sourceelektroden 104, 105 und 106 jeweils ein mit einem 
Erdungsleiter auf der Ruckseite des Substrats verbundenes 
Kontaktloch. Drainelektrodenkontaktzungen 101 und 102 
sind mit einer Drainzusammenschaltung 103 an dem rechten 
Endc wic aus Fig. 11 ersichtlich dcrart verbunden, dass sic 
die Sourceelektroden 104, 105 und 106 nicht schneiden. 

Wie der in Fig. 10 dargestellte FET 80 kann ebenfalls der 
FET 100 dieser Variation die Gesamtinduktivitat Ls sura zwi- 



schen Sourceelektroden und Kontaktlochem weiter reduzie- 
ren. Als Ergebnis kann dieser FET 100 ein Erhohen der Im- 
pedanz im Einschaltzustand Zo n und ein Verringern der Im- 
pedanz im Ausschaltzustand 7^ unterdriicken. Als Ergeb- 
5 nis kann die Schaltcharakteristik weiter verbessert werden. 

(6) Dritte Ausfuhrungsform 

Fig. 12 zeigt eine Draufsicht auf einen FET 200 einer drit- 
to ten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. Dieser 
FET 200 unterscheidet sich von dem in Fig. 1 dargestellten 
FET 1 durch zusatzliche Resonanzleitungen 201 und 202. 
Die Resonanzleilung 201 besitzt eine Induktivitat Lc und 
verbindet ein Kontaktloch 18 und eine Ubertragungsleitung 
15 7. Die Resonanzleitung 202 besitzt dieselbe Induktivitat Lc 
wie die Resonanzleitung 201 und verbindet ein Kontaktloch 
19 und eine Ubertragungsleitung 7. 

Fig. 13 zeigt cine aquivalcntc Schaltung des FETs 200, 
welcher als SPST-Schalter in einer MMIC-Anordnung ver- 
20 wendet wird, wenn eine bestimmte Gatespannung Vg ange- 
legt wird, um den FET 200 einzuschalten. Induktivitaten 21 
und 22 entsprechend Fig. 12 sind die Induktivitatskompo- 
nente L' des FETs 200. Induktivitaten 23 und 24 sind die In- 
duktivitatskomponenten Ls der Kontaktlocher 18 und 19. 
25 Ein Widerstand 25 ist der Source-Drain- Widerstand Ron in 
dem FET 200. Wenn der Widerstand Ro n einige Q betragt, 
kann die Impedanz des FET's 200, welche an einem 
Knoten p beobachtet wird. entsprechend der folgenden Glei- 
chung 4 erlangt werden. 

30 

Zon = [l/(Rcn + j*f • 2L) + l/(j2nf • Lc)]" 1 + Ls sum (4). 

Wie aus der Gleichung (4) ersichtlich erhoht sich die Im- 
pedanz Zon i n Verbindung mit einem Erhohen der Frequenz f 
35 des zugeflihrten Hochfrequenzsignals. 

Fig. 14 zeigt eine aquivalente Schaltung des FETs 200, 
welcher als SPST-Schalter in einer MMIC-Anordnung ver- 
wendet wird, wenn die der Gatestromversorgungszusam- 
menschaltung 17 zugefuhrte Spannung auf einen Pegel un- 
40 ter der Drainstromabschnurspannung Vp des FET's 200 um- 
geschaltet wird, um den FET 200 auszuschalten. Die Kapa- 
zitat C 0 ff ist die Source-Drain- Kapazi tat in dern FET 200. 
Die an dem Knoten a beobachtete Impedanz Zoff des FET's 
200 ergibt sich entsprechend der Gleichung (5). 

45 

Zoff = [{j2rcf(2L' + (l/C off )}- 1 + l/j2*U:r l + Ls sura = 
j27Cf(Lc - 47t 2 f 2 • 2L'*C 0 ff*Lc)/l-4* 2 f 2 • 2L' . C 0 ff(2L' + 
Lc) (5). 

50 Wenn L' < Lc gilt, wird die Impedanz Zo ff etwa gleich un- 
endlich, falls die Resonanzleitungen 201 und 202 mit einer 
Induktivitat Lc verwendet werden, die der Gleichung (6) ge- 
niigt. Es wird dann moglich den FET 200 als im wesentli- 
chen offenen Anschluss bezuglich eines Hochfrequenzsi- 
55 gnals mit der Frequenz F zu behandeln, und es kann eine 
ideale Schaltcharakteristik, d. h. eine hohe Isolierung erzielt 
werden. 



47r 2 f 2 .C off .Lc=l (6). 



60 



Fig. 15 zeigt ein Smithisches Leitungsdiagramm, welches 
die durch die schwarzen Punkte in der Figur angezeigten 
Impedanzen Zo n und Z^ an dem Knoten p [B, sic] in Fig. 13 
und Fig. 14 darstellt, wenn ein Hochfrequenzsignal einer 
65 Frequenz f gleich 75 GHz hindurchtritt. Aus der Figur ergibt 
sich, dass der FET 200 dieser beispielhaften Ausfuhrungs- 
form die Impedanz Zo D im Vergleich mit dem FET 1 der er- 
sten Ausfuhrungsform weiter reduzieren kann und die Impe- 
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danz Z of f auf einen effektiv unbegrenzten Pegel erhbhen 
kann. Als Ergebnis kann die Schaltcharakteristik in einern 
ausgeschalteten Zustand weiter verbessert werden. 

(7) Variation der dritten Ausfuhrungsform 

Fig. 16 zeigt eine Draufsicht auf den FET 300 einer alter- 
nativen Version der dritten Ausfuhrungsform der Erfindung. 
Der FET 300 unterscheidet sich von dem in Fig. 7 darge- 
steliten FET 30 dahingehend, dass das Kontaktloch 54 und 
die Ubertragungsleitung 43 durch eine Resonanzleitung 301 
verbunden sind, welche eine Induktivitat Lc aufweist, und 
dass ein Kontaktloch 56 und die Ubertragungsleitung 43 
durch eine Resonanzleitung 302 verbunden sind, welche 
dieselbe Induktivitat Lc wie die Resonanzleitung 301 auf- 
weist. 

Die Impedanz im Einschaltzustand Zo n und die Impedanz 
im Ausschaltzustand Zo ft dcs FET's 300 konncn cbcnfalls 
aus den Gieichungen (4) bis (6) abgeleitet werden, die be- 
ziiglich des in Fig. 12 dargestellten FET's 200 beschrieben 20 
wurden, und es wird somit eine weitere Beschreibung unten 
ausgelassen. 

Vorstehend wurde ein Millimeterband-Halbleiterschalt- 
kreis offenbart. Ein Halbleiterschalter besitzt eine Mehrzahl 
von parallel angesehlossenen FET's, welche jeweils Gate- 25 
elektroden aufweisen, die mit ersten und zweiten Elektroden 
auf einem Haibleitersubstrat verzahnt bzw. verschachtelt 
sind. Eine Elektrodenzusammenschaltung stellt in Langs- 
richtung der ersten Elektroden eine Verbindung zu wechsel- 
seitig benachbarten ersten Elektroden in der Mehrzahl der 30 
FET's her. Eine weitere Elektrodenzusammenschaltung ver- 
bindet zweite Elektroden in der Mehrzahl der FETs in einer 
Richtung, welche die erste Elektrodenzusammenschaltung 
schneidet. Eine Erdungsleitung stellt eine Verbindung von 
wenigstens zweien der zweiten Elektroden zur Masse an den 
auBersten Positionen der zweiten Elektroden in der Mehr- 
zahl der FETs her. 
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1. Millimeterband-Halbleiterschaltkreis mit einem 
Feldeffekttransistor (FET) als Schaltelement fiir die 
Millimeterband-Ubertragungsleitung, welcher zwi- 
schen der Millimeterband-Ubertragungsleitung und 
Masse angeordnet ist, mit: 

einer ublicherweise kammfonriig ausgebildeten Gate- 
elektrode, welche eine Mehrzahl von Gateelektroden- 
kontaktzungen aufweist und mit einem Stromversor- 
gungspfad verbunden ist; 

einer ersten Elektrode und einer zweiten Elektrode, 
welche in einer abwechselnden Folge mit der Mehrzahl 
von Gateelektroden angeordnet sind, die dazwischen 
mit einem bestimmten Intervall angeordnet sind; 
einer ersten Gateelektrodenzusammenschaltung, wel- 
che die Mehrzahl von ersten Elektrode an jedem langs- 
seitigen Ende der ersten Elektroden zusammenschaltet; 
einer zweiten Elektrodenzusammenschaltung zur Ver- 
bindung benachbarter zweiter Elektroden mittels einer 
Luftbrucke; und 

einer Erdungsleitung zum AnschlieBen der ersten Elek- 60 
trodenzusammenschaitung oder von zwei zweiten 
Elektroden, die an beiden Enden in Verbindungsrich- 
tung lokalisiert sind und mittels der zweiten Elektro- 
denzusammenschaltung verbunden sind, an Masse; 
wobci die Ubertragungsleitung mit der ersten Elcktro- 65 
denzusammenschaltung oder den zweiten Elektroden 
verbunden ist, welche an beiden Enden in Verbin- 
dungsrichtung lokalisiert sind und mittels der zweiten 



45 



50 



55 



Elektrodenzusammenschaltung verbunden sind, die 
nicht mit der Erdungsleitung verbunden ist. 

2. Millimeterband-Halbleiterschaltkreis nach An- 
spruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die erste Elek- 
trode die Drainelektrode und die zweite Elektrode die 
Sourceelektrode ist. 

3. Millimeterband-Halbleiterschaltkreis nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Elek- 
trode die Sourceelektrode und die zweite Elektrode die 
Drainelektrode ist. 

4. Millimeterband-Halbleiterschaltkreis nach An- 
spruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Erdungslei- 
tung mittels eines Kontaktlochs die erste Elektrodenzu- 
sammenschaltung oder die zwei Elektroden, welche an 
beiden Enden in Verbindungsrichtung lokalisiert und 
durch eine zweite Elektrodenzusammenschaltung zu- 
sammengeschaltet sind, mit Masse verbindet. 

5. Millimctcrband-Halblcitcrschaltkrcis nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Erdungslei- 
tung die erste Elektrodenzusammenschaltung oder die 
zwei zweiten Elektroden, welche an beiden Enden in 
Verbindungsrichtung lokalisiert und durch eine zweite 
Elektrodenzusammenschaltung zusammengeschaltet 
sind, mittels einer Erdungsplatte direkt mit Masse ver- 
bindet. 

6. Millimeterband-Halbleiterschaltkreis nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Elek- 
trodenzusammenschaltung und die zweite Elektroden- 
zusammenschaltung mittels einer Resonanzschaltung, 
welche eine bestimmte Reaktanz aufweist, wechselsei- 
tig verbunden sind. 

7. Millimeterband-Halbleiterschaltkreis mit einem 
Feldeffekttransistor, welcher als Schaltelement zwi- 
schen Masse und einer Millimeterband-Ubertragungs- 
leitung angeordnet ist, mit: 

einer ublicherweise kammfbrmig ausgebildeten Gate- 
elektrode, welche eine Mehrzahl von Gateelektroden- 
kontaktzungen aufweist, die mit einem Stromversor- 
gungspfad verbunden sind; 

einer ersten Elektrode und einer zweiten Elektrode, 
welche eine Mehrzahl von wechselseitig verzahnten 
Elektrodenkontaktzungen mit einer bestimmten Lticke 
zu jeder der in der Mehrzahl vorkommenden Gateelek- 
trodenkontaktzungen aufweist; 

einer Erdungsleitung zum direkten Verbinden jeder der 
in der Mehrzahl vorkommenden ersten Elektroden mit 
Masse; und 

einer Elektrodenzusammenschaltung zum Zusammen- 
schalten der in der Mehrzahl vorkommenden zweiten 
Elektroden und zum AnschlieBen an die Ubertragungs- 
leitung an zwei gegeniiberliegenden Punkten. 

8. Millimeterband-Halbleiterschaltkreis nach An- 
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektro- 
denzusammenschaltung eine Verbindung zu jeder 
zweiten Elektrode in Langsrichtung davon herstellt und 
einen Ubertragungsleitungsverbindungsanschluss an 
beiden Seiten in Langsrichtung der zweiten Elektroden 
aufweist 

9. Millimeterband-Halbleiterschaltkreis nach An- 
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektro- 
denzusammenschaltung zwei benachbarte Elektroden 
mittels einer Luftbrucke in Richtung der Breite der 
zweiten Elektroden verbindet und einen Ubertragungs- 
leitungsverbindungsanschluss an beiden Seiten in 
Richtung der Brcitc der zweiten Elektroden aufweist. 

10. Millimeterband-Halbleiterschaltkreis nach An- 
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektro- 
denzusammenschaltung mit der Mehrzahl von zweiten 
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Elekiroden verzahnt ist und einen Ubertragungslei- 
tungsverbindungsanschluss an beiden Seiten in der 
kurzen Richtung der zweiten Elektroden aufweist. 
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